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Resumo

A simulagdo de circuitos € uma ferramenta fundamental no desenvolvimento de projetos de circuitos
integrados. Pela simulacéo é possivel prever o comportamento dos circuitos e aperfeigoa-los antes da sua
fabricagéo, reduzindo os ciclos de projeto. Este trabalho tem como objetivo obter a extragdo de pardmetros
de dispositivos MOS planar e 3D, com a maior precisdo possivel, visando o desenvolvimento de projetos de
circuitos integrados. O projeto € dividido em trés partes: i) conhecimento dos métodos para a extragdo de
parametros de dispositivos MOS planar e tridimensional, ii) extragdo de parametros de dispositivos MOS
planar e tridimensional, iii) simulagdo ADS com os parametros extraidos dos dispositivos MOS planar e
tridimensional medidos.
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Figura 1. Curva IDSxVDS simulada
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Uma maneira usual de se obter valores de

parametros de modelos ou uma primeira 0004
aproximacgao dos valores € a partir de medidas
obtidas em condicbes de operagdo nas quais 0 ., oo
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parametro tem um efeito predominante.

Neste trabalho s&o estudados os modelos
utilizados no programa ADS. Os dispositivos MOS
fabricados pelas  tecnologias planar e
tridimensional (3D) disponivel no CCS sao 0000 =
caracterizados eletricamente.

Resultados e Discussao
Figura 2. Curva IDSxVDS medida

Os parametros dos modelos s3o determinados a s SN
partir dos dados da caracterizacdo, com o rogs] A o - e
objetivo de propor melhorias nas estruturas wize i
fabricadas e ajustar os modelos para uma
simulag&o mais precisa. e
Para uma simulacdo completa € necessaria a wonee] R
extracdo de certos parametros elétricos de um
dispositivo MOS. Estes parametros permitem dos
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modelos utilizados no simulador ADS.
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Tabela 1. Caracterizagao transistores nMOS -
N3 n-MOSFET Drain Family Drain'

ROBAS goei0
1
=
a2

A 1(7.80.1.07e-3, 80)
amine 5! - e FigRch
Parametros L=200 W=200 L=200 W=200
Tenséo Early (V) -67 -67
Rout (Q) 238k 238k Através da analise da metodologia empregada

neste trabalho, conclui-se que os métodos
Gmuax (US) 9 - analiticos e computacionais sdo ferramentas
vV (PVBS=0V) 55 55 funde_lmen’Fe}ls para determlqggao de para_metros
de dispositivos MOS, permitindo caracterizar os
Vro na saturagao 0.16 0.16 componentes com uma boa precisdo e
consequentemente reduzindo o efeito de erros e
imprecisoes.
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